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TWILIGHT SENSOR 

COMANDA AUTOMATĂ A LUMINII  



 
 
 Câte costuri suportăm din buzunar cu iluminatul inutil ? Statistic cam 30% din totalul facturii. Seara aprindem lumina pe 
scări, la firme, panouri publicitare. Sau putem uita tocmai acest lucru. Montajul alaturat nu face decât să sesizeze starea 
de iluminare din zona şi să comande prin contactele unui releu aprinderea luminii seara, respectiv stingerea luminii 
dimineaţa. Se alimentează la 220V şi nu necesită transformator. 
 
  Caracteristici: 
• Alimentare  12V sau 24 Vcc 
• Ieșire   prin contactele releului 240Vca/6A 
 
  Funcționare  
  Foloseşte un 555 cu intrarea trigger „on” la 2/3 Vcc şi „off” 
la 1/3Vcc, precum şi bistabilul intern pentru „memorare”. 
Curentul de 100mA generat de ieşirea 555 este suficient 
pentru acţionarea unui releu. La întuneric, fotorezistenţa are 
o valoare marită şi pe ea apare o tensiune ce este aplicată 
pinilor 2 şi 6 ai integratului. La valoarea 2/3 Vcc , stabilită 
prin reglajul lui P1, releul este aclanşat. La iluminare, 
valoarea rezistenței scade iar prin curentul stabilit de 
semireglabilul SR1, tensiunea pe pinii 2 si 6 scade sub 

pragul de basculare a bistabilului, acesta revine, contactele 
se desfac.  
  Alimentarea circuitului este realizată direct din 220Vca . 

  Atenţie !!! 
Circuitul nu este izolat de faza rețelei și prezintă 
PERICOL DE ELECTROCUTARE !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema electrică 
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Amplasarea componentelor 
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Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant 

1 C1 Condensator n.p. 1µF/250V 1 

2 C2 Condensator pol. 470µF/16V 1 

3 C3 Condensator n.p. 100nF 1 

4 C4 Condensator pol. 100µF/16V 1 

5 D1,D3 Zenner 12V/1W 2 

6 D2,D4,D5 Diodă 1N4007 3 

7 IC1 C.I. LM555C 1 

8 J1 Conector CON2 1 

9 J2 Conector CON3 1 

10 RE1 Releu RELAY 12V 1 

11 R1 Rezistență 100Ω/2W 1 

12 R2 Rezistență 1MΩ 1 

13 R3 Fotorezistență LDR 1 

14 SR1 Semireglabil 100KΩ 1 

 Acest produs se livrează în varianta circuit imprimat, circuit imprimat + componente sau în varianta asamblată în scopuri 
educaționale și va fi însoțit de documentația completă de asamblare pe CD. 
 



 
Fotorezistența 
Este un rezistor, realizat dintr-un material semiconductor omogen, a carui rezistenţă se modifică sub incidenţa unui flux luminos 
incident, funcționând pe baza efectului fotoelectric intern.  
Fotorezistenţele, cunoscute şi sub numele de Light Dependent Resistor (LDR), sunt elemente cu sulfură de cadmiu (CDS). 
Rezistența la o fotorezistenţă variază invers proporțional cu cantitatea de lumină la care este expusă. Lumină puternică = 
rezistență mică, luminozitate scăzută = rezistență mare.  
Notă: Fototranzistoarele, fotodiodele sau celulele fotovoltaice sunt cu totul diferite, a nu se confunda cu fotorezistențele.  
Pentru constructia acestor componente este utilizată sulfura de cadmiu, datorită costului redus, însă şi alte materiale precum 
sulfura de plumb, antimonid de indiu sau seleniura de plumb.  
Rezistența materialului în sine este o problemă-cheie. Pentru a asigura variaţia rezistenței la schimbările de lumină, rezistența de 
contact este minimizată. Pentru a realiza acest lucru, zona din jurul contactelor este în mod normal puternic dopată pentru a 
reduce rezistența în această regiune.  
În multe cazuri, zona dintre contacte este sub forma unui zig-zag, sau patratică. Acest lucru maximizează zona expusă și prin 
menținerea distanței dintre contacte, reduce nivelul de rezistență falsă și îmbunătățește câștigul.  

 

Simboluri 

            

Se bazează pe fenomenul de fotoconductivitate prin care, sub influenţa radiaţiei luminoase, sunt eliberaţi electroni liberi care 
cresc conductivitatea electrică a semiconductorului şi implicit scad rezistenţa rezistorului. 

Conducţia are loc datorită mişcării purtătorilor de sarcină (electroni şi goluri). Prin fenomenul de fotoconducţie se înţelege 
creşterea conducţiei unui material (metal, semiconductor) datorită generării de purtători de sarcină suplimentari sub influenţa 
radiaţiei luminoase.  
Printr-un semiconductor supus unei diferenţe de potenţial U va trece un curent electric slab (de întuneric), care creşte, atunci când 
semiconductorul este iluminat, datorită fotoconducţiei. Intensitatea fotocurentului, diferită de cea a curentului de întuneric, depinde 
de temperatură, de tensiunea electrică aplicată şi de durata iluminării.  

Conductibilitatea electrică totală σt este datorată electronilor (de concentraţie n) şi golurilor (de concentrație p), având mobilităţile 
µn, respectiv µp.  

σt =e µn n + e µp p 

La întuneric conductibilitatea se datorează purtătorilor de sarcină de echilibru (electroni de concentrație n = n0 și goluri de 
concentrație p = p0), conductibilitatea totală fiind numită și conductibilitatea de întuneric σ0.  



σt întuneric = σ0 = e µn n0 + e µp p0 

Prin iluminare, concentraţia de electroni creşte de la n0 la n, iar cea de goluri de la p0 la p.  
 

σt iluminare=e µn n + e µp p = e µn (n0 + n - n0) + e µp (p0 + p - p0) = σ0 + σf 

Unde σf este conductibilitatea datorată iluminării, sau fotoconductibilitatea datorată crearii excesului de purtători ∆n, respectiv ∆p. 
Din formula de mai sus fotoconductibilitatea este:  

σf = σt + σ0 =e(µn ∆n + µp ∆p) 

Intensitatea curentului electric de fotoconducție (foto răspuns) este direct proporţională cu numărul total de fotoni absorbiţi (G ) în 
volumul probei semiconductoare luminate şi cu sarcina electronului. Factorul de proportionalitate A’ se numeşte “coeficient de 
amplificare” de conducţie, deci:  

∆I L=A′Ge 

unde:  

G= α S d ΦL 

Fotorezistenţele utilizate în practică sunt fabricate din materiale semiconductoare fotosensibile a căror conductibilitate de întuneric 
este mult mai mică decât fotoconductibilitatea, σ0 << σf. În acest caz fotocurentul este direct proporţional cu tensiunea aplicată U 
şi cu fluxul luminos ΦL, adică: 

∆I L= CU ΦL 

C fiind constanta dispozitivului experimental. Această comportare a condus la utilizarea fotorezistenţelor în circuite optoelectronice 
şi de automatizare. Studiul fotoconducţiei semiconductorilor se face mai ales pe straturi subţiri cu grosimi de ordinul mm 
deoarece, în comparaţie cu probele masive, prezintă următoarele avantaje:  
• Rezistenţă electrică este mare, variaţia ei la iluminare fiind mai uşor de măsurat;  
• Se înlătură posibilitatea variaţiei suplimentare a rezistenţei prin încălzire;  
• Stratul subţire poate fi activat prin iluminare în toată grosimea sa, funcţie de parcursul fotonilor incidenţi în materialul respectiv;  
• Procesul de impurificare se poate realiza mai uşor, fapt important deoarece impurificarea produce o deplasare a maximului 
fotorăspunsului spre lungimi de undă din domeniul vizibil (pentru care distanţa de pătrundere a fotonilor în probă este mai mare). 
Acest lucru este exemplificat în figura de mai jos, unde este prezentat răspunsul pentru un strat fotorezistor de CdS şi un 
fotorezistor de CdS impurificat cu cupru.  

 

Răspunsul unui fotorezistor de CdS pur și impurificat cu Cu 



Tensiunea prin circuitul electric este direct proporţională cu rezistenţa din circuit: U = R x I.  
Graficul intensităţii funcţie de tensiunea din circuit va fi o dreaptă: I = U x 1/R 

În timp ce diferitele tipuri de materiale utilizate pentru rezistențe dependente de lumină sunt semiconductori, atunci când sunt 
utilizate ca un fotorezistor, ele sunt folosite doar ca un element rezistiv și nu există joncţiuni PN. Prin urmare dispozitivul este pur 
pasiv.  

Există două tipuri de fotoconductor și, prin urmare, fotoresistor:  

• Fotoresistor intrinsec: Acest tip de fotoresistor foloseşte un material fotoconductor care implică excitația purtătorilor de 
sarcină de la benzile de valență la banda de conducție.  

• Fotoresistor extrinsec: Acest tip de fotoresistor foloseşte un material fotoconductor care implică excitația purtătorilor de 
sarcină între o impuritate și banda de valență sau banda de conducție. Este nevoie de impurități dopanți superficiali, care 
nu sunt ionizaţi în prezența luminii.  
  

Performanţele fotorezistenţei se apreciază prin mărimile: 
Rezistenţa la întuneric - dependenţa de dimensiunile geometrice şi de concentraţia de impurităţi a semiconductorului,  
Pragul fotoelectric - reprezentând lungimea de undă maximă până la care dispozitivul mai funcţionează  
Sensibilitatea spectrală - reprezintă raportul dintre conductanţa fotorezistenţei şi fluxul luminos incident  
Inerţia fotorezistenţei - reprezentând timpul după care rezistenţa elementului se stabilizează la noua valoare, atunci când fluxul 
luminos variază rapid. 

Parametrii specifici unui fotorezistor:  
Valoarea rezistenţei electrice la întuneric, tensiunea maxim admisă la borne, puterea maximă disipată, sensibilitatea la lumină  

Variaţia rezistenței de la lumină scăzută la lumină puternică poate fi de mii de ohmi. Când sunt expuse la lumină scăzută, 
rezistența unui fotorezistor poate fi de caţiva megohmi (5-20 MΩ în funcție de tip și dimensiune) iar la lumină puternică are valoare 
de câteva sute de ohmi. Fotorezistorii sunt nepolarizaţi, adică pot fi conectaţi într-un circuit exact ca rezistenţele.  
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